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1. 그림 1의 회로에서 전류 i를 망 전류법을 사용하여 구하시오. (10pt) 
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그림 1 

 

2. 그림 2의 회로에서 1R 에 흐르는 전류의 방향 및 전류의 크기를 구하시오. 

 mAIKRRKRRRVV 1  ;1  ;1  ;10 53421   

a) 노드 전압법을 사용하여 구하시오. (10pt) 

b) 망 전류법을 사용하여 구하시오. (10pt) 

c) 중첩의 원리를 사용하여 구하시오. (10pt) 

 

그림 2 

3. 그림 3의 회로에서 mAIVVKRRRR 1 ;5 ;14321   일 때, 

a) 노드전압법을 이용하여 전압원에 흐르는 전류를 구하고, 올바른 접지의 위치를 그리시오. (10pt) 

b) 망전류법을 이용하여 전압원에 흐르는 전류를 구하시오. (10pt) 
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그림 3 



4. 그림 4의 회로에서 VVRRRRRAI 10 ;100 ;50 ;25 ;75 ;200 ;2.0 54321   이다. 

a) 저항 5R 가 보는 테브닌 등가저항을 구하여라. (10 pt) 

b) 5R 가 부하일 때 테브닌 등가전압을 구하고 테브닌 등가회로를 구성하라. (10pt) 

c) 소스변환을 이용하지 않고, 노턴 등가전류를 구하고 노턴 등가회로를 구성하라. (10pt) 
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그림 4 

 

5. 그림 5의 회로에서 전류계에 2mA 가 흐르도록 하기 위한 가변저항의 값을 구하여라.(10pt) 

 

 

그림 5 
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